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http://www.hgsemi.com.cn 10/12

VER:V1.4


http://www.hgsemi.com.cn/

[ HGSEMi

HuaGuan Semiconductor

LM2842

A

1T sk

IR m= HHiA BERE )

V1.0 2014-7 e T 1-12
Vi1 | 2017-12 | EFHTENSHR. 1-12
V1.2 2024-10 | &3 SOT-23-6 HFERTEFIS |FNEEEE 1. 10, 4
V13 |2025-9 EIFTENSGIERE 1

http://www.hgsemi.com.cn 11/12 VER:V1.4



http://www.hgsemi.com.cn/

G S «®

HGSEMI

[ HuaGuan Semiconductor L M 2 842
EEA:

R SRR BB R BRI E I PTR A mANERSS . EPEITERBINRENGRFAVEXER., FHasox Ly
LB SR BEOI RIS FIB T SR EL XSS,

BEREGEREEF ST R TRARITINEY SIS A R BB TR eiVETRINZ 21516, B8 BETRIBUTERE: &
SRR BEESENEEFSH m, 't WIEFUSENNE, BRENNAHEEMTEUREUEMZ S, REEM
2K, LB EBENR AT RESEABHER T REBERAIAE.

LB SUF RARKEGES TS, FF. MEMASWINABZE, £ REATEIEAMRERTIIERSSRE, EO
B E T BESARMP ST EFHRKR, N BRI T R20ER . T2 ERBEERRT FAEM. RFae
EHIEE, CHSMREHMNES. EWMERIN. FISEZERGRIEFITIRF. TRESNREMERENTERE, UNREHE
MR T S IIE R A, EEF SRR RAEX LN T L2ERERNER, FRPREITHERAIBXE, HfE
R8Iz mis B SRR R — )[R E. IRKBERHDBITAE, SEEHSAHTX, ERSMEUSDNEE
B F SR EREMURERE, ERERLD XM A Z2fER TTRERE =S OEEESMRERNE, ERHDNEERLAEEE
SHRERATIREFIERE,

LBHSRPTEFH AT AR RIATII RMEE (BEMER) | RITER (BESERIT) | NASEMmRITE
W WELE, 2ERMEMER, AMREIBREEMUGEORRSETRIER, MKAIEEREEHERARERARRTE
BHERNREREEER. ST IFFTESUIFEEN,

LR SARAIERR, NN ERRBT A REHTAR RN, SAERETEM LR SAERNR 1R
SHALE=FENRFA, FEENX LR TEMEFIER, NS R RIMER PR E SRR ERIBEMAY
HEURE. RE. A, REMNES, EEESEYRARE.

oif

BRARHMATE.

http://www.hgsemi.com.cn 12712 VER:V1.4


http://www.hgsemi.com.cn/

	40V, 600mA 降压型稳压电路
	特点
	产品订购信息
	概述：
	应用
	框图
	引脚配置图
	管脚功能
	应用图
	极限参数
	推荐工作条件
	电参数
	工作原理
	PWM控制
	脉冲跳跃模式
	误差放大器
	内部稳压源
	使能控制
	欠压锁定(UVLO)
	内部软启动
	热关机
	悬浮驱动器和自举充电
	电流比较器和电流限制
	启动和关机

	应用
	元器件选择 

	典型应用线路
	PCB布局

	修订历史


